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摘要(译)

实施例涉及将发光二极管从载体衬底放置到目标衬底。 至少一个LED嵌
入在基板上的聚合物层中。 在至少一个LED和基板之间蚀刻聚合物层。 
在聚合物层的蚀刻期间监视聚合物层的厚度。 响应于确定聚合物层的厚
度在目标范围或目标值中而终止对聚合物层的蚀刻。 响应于干蚀刻聚合
物层，使拾取工具（PUT）与至少一个LED的背离衬底的至少一个表面
接触，并且在至少一个LED附着的情况下抬起PUT 到PUT。
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